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¿A qué nos referimos cuando hablamos de MEMS?

Sistemas mecánicos de dimensiones micrométricas
En general estructuras maquinadas con técnicas litográficas
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Un ejemplo de desarrollo:
Sensores infrarrojos

Nicolás La Forgia, Dario Antonio, 
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Algunos requerimientos:

Pixel Size: 25 - 40 
μm
Response Time: 15 -20 
mseg
Resolución: 5x10-2 W/m2
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¿Cuánto se desplaza un bimorfo?
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Una estructura más simple:

L + α (T- T 0
)
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Ultimos 7 años nanoestructuración y MEMS:

✔12 trabajos científicos en revistas internacionales con referato
✔presentaciones en congresos científicos nacionales
✔ 1 patente de invención en trámite
•
•Formación de recursos:
•
✔4 Maestrías en Física (Mat Cond. y Tecnológica)
✔2 tesis doctorales en curso
✔1 tesis doctoral finalizada (premio AFA)
✔Escuelas-pasantias


